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	Задание 1

	1. A new operator lacks the experience required for practical action.

2. Algol is a system being developed and intended to become a universal programming language.

3. The scientists were provided with all necessary information to make their decision on this problem.

4. The device known to be built by Charles Babbage is now considered to be the parent of modern computers.

5. We were all for starting the experiment at once. 
	1. Новому оператору не хватает

опыта, необходимо для практической деятельности.  
2. Алголь       –       это      система,

разработанная специально для того, чтобы стать универсальным языком программирования.  
3. Ученые  были обеспечены всей

необходимой информацией, для того, чтобы принять решение по данному вопросу. 
4. Устройство,                созданное

Чарльзом Бэббиджем, сейчас считается предком современных компьютеров.
5. Мы     все     собирались  начать 
эксперимент сразу.

	Задание 2

	1. Whereas the older integrated circuits contained hundreds of transistors, the new ones contain thousands or tens of thousands.

2. Digital recording is almost free of signals. This applies fully to both video and audio signals.
3. The results of this experiment differ greatly from those received in the previous one.

4. His amplifier is cheaper and smaller than mine.
	1. В то время как более старые интегральные схемы содержали сотни полупроводников, новые содержат тысячи или десятки тысяч.  
2. Цифровая запись почти не содержит сигналов. Это полностью относится как к видео, так и к аудио сигналам.
3. Результаты этого опыта значительно отличаются от полученных в предыдущем. 
4. Его усилитель дешевле и меньше моего.

	Задание 3

	1. The pressure didn’t change nor did the temperature.

2. It is the discovery of thermoelectronic emission that gave the beginning to the development of vacuum tubes.

3. Only in these conditions does the process becomes stable.
	1. Давление не изменилось, также как и температура. 
2. Именно открытие термоэлектронной эмиссии дало начало развитию электрических ламп. 
3. Только при таких условиях процесс                      действительно 
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	стабилизируется.


Работа над текстом
II. Укажите какие из данных утверждений соответствуют содержанию текста.
2. The performance of a semiconductor can be influenced by doping.
3. Junction diodes conduct current easily when they are forward biased.
III. Выберите правильные ответы на вопросы:

1. How do we call semiconductors with excess holes?

a) p-type semiconductors;
2. What does a small current base-emitter current injection cause in a junction transistor?

a) an increase of collector-emitter current.
IV. Прочитайте предложения. Выберите правильный вариант перевода.

1. At the junction of a p-type and an n-type semiconductor there forms a region called the depletion zone.

a) На стыке полупроводников p- и n- типа формируется область, называемая зоной истощения.

2. Exposing a semiconductor to light can generate electron-hole pairs, which increases the number of free carriers and its conductivity.

b) Подвергая полупроводник свету, можно генерировать электронно-дырочные пары, которые увеличивают количество свободных носителей и его проводимость.

3. When the diode is reverse biased the current is very small.

a) Когда диод наклонен обратно, ток мал

V. Переведите письменно абзацы 1 – 3 текста.

1. Основной причиной того, что полупроводниковые материалы настолько полезны, является тот факт, что на поведение полупроводников можно легко воздействовать добавлением примесей, называевым допинированием. Полупроводниковой проводимостью можно управлять с помощью введения электрического поля, воздействием света или даже давлением и теплом; таким образом, полупроводники могут быть отличными датчиками. Проводимость тока в полупроводнике возникает благодаря передвижным или свободным электронам и дыркам (известным под общим названием «носители заряда»). Допинирование полупроводника, а именно примесь небольшого количества атомов фосфора или бора к кремнию, значительно увеличивает количество свободных электронов или дырок в полупроводнике. Когда полупроводник с примесью имеет дополнительные дырки, он называется полупроводником «р-типа», а когда он содержит лишние свободные электроны – его называют «n-типа». Полупроводниковый материал, используемый в устройствах, легируют в строго контролируемых условиях на производственных предприятиях для того, чтобы точно регулировать расположение и концентрацию примесей р- и n-типа. Образующиеся при соединении полупроводников n- и р-типа переходы называются р-n переходами.          

2. Наипростейшее устройство, сделанное на основе р-n переходов – р-n плоскостной диод. При соединении полупроводников n-типа и р-типа образуется область, называемая зоной истощения, которая блокирует проводимость тока  из области р-типа в область n-типа, но позволяет проводить ток из области р-типа в область n-типа. Таким образом, когда устройство наклонено вперед p-областью с более высоким электрическим потенциалом, диод легко проводит ток; но когда диод наклонен обратно, ток очень мал. 
3. Воздействие света на полупроводник может образовывать пары электрон-дырка, что увеличивает число свободных носителей и проводимость. Диоды, оптимизированные для использования этого явления, называются фотодиодами. Соединенные полупроводниковые диоды могут также, как светоизлучающие и лазерные диоды, быть использованы для получения света.  
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